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MENORI A DE S ¢ ‘-R',su;

La presente patente se fundamenta en un procedimiento gwe permite la
obetencion de altas temperaturas mediante los circuitos iductivos de
lata o baja frecuencia wtilizando las propiedadss glectricas de res’ . s=
tenc a8 pos t va conjuntamente con las de resistencia negat vas gue
presentan michos cuerpos cuando son deb damente acoplados y &l ser so
metidos &l flujo que puede atravesar una o varias espiras de uwn
solenoide pueden llegar a la incendescencia y ala fusion.

Por medio de este pmocedim .ento se pueden alcanzar practilcamente
temperaturas gsuperiores & la&s obten das Ppor.lég arcos voltaicos sir=
v.endo la parte metalica donde & priori se encuentra concentrada la
energ & de cebo para la corriente que no puede ¢ rcular por los cuerpos
gwe no son eonductores a baja temperatwra como sue en ser por ejemplo

! v
los oxidos de metales raros. Caol.n = magnesita=calcio etc,

REIV _NDICACTONES
12’Sé reivindies petente por 20 aflos por un proeed-miento gue perm te
la obteneilon de altasg temperaturas mediante los eircuitos inductivos
v wtillizando lasg propiedades electricas positivas y negatrtvas debida=
mente asoecfadas,
22 ge reivind.ca la prioridad por la apllcacton industrial del proce=
dimiento concerniente & 1la presente patente y en especial modo el apro
vecham ento de 1a prop edad que tienen los cuerpos electricamente condwmc
tores & baja temperatura para cebar los gue no los son en esa condiclon
sobre todo en crrcultos cerrados de indueceion de alta o baja frecuencia,
NOTA
Lapetente recaera sobre un proced m ento guwe perm te la obtencron de

altas temperatures.
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